

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 92521051 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：35	、訪客IP：34.239.227.49


  	姓名	
      	  邱瑞斌(Rei-Bin Chiou)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	電機工程學系
	論文名稱	
      	  量子點的電子能階
(Electronic Structure of Quantum Dots)
      	   
	相關論文		★ 磷化銦異質接面雙極性電晶體元件製作與特性分析	★ 氮化鎵藍紫光雷射二極體之製作與特性分析
	★ 氮化銦鎵發光二極體之研製	★ 氮化銦鎵藍紫光發光二極體的載子傳輸行為之研究
	★ 次微米磷化銦/砷化銦鎵異質接面雙極性電晶體自我對準基極平台開發	★ 以 I-Line 光學微影法製作次微米氮化鎵高電子遷移率電晶體之研究
	★ 矽基氮化鎵高電子遷移率電晶體 通道層與緩衝層之成長與材料特性分析	★ 磊晶成長氮化鎵高電子遷移率電晶體 結構 於矽基板過程晶圓翹曲之研析
	★ 氮化鎵/氮化銦鎵多層量子井藍光二極體之研製及其光電特性之研究	★ 砷化銦量子點異質結構與雷射
	★ 氮化鋁鎵銦藍紫光雷射二極體研製與特性分析	★ p型披覆層對量子井藍色發光二極體發光機制之影響
	★ 磷化銦鎵/砷化鎵異質接面雙極性電晶體鈍化層穩定性與高頻特性之研究	★ 氮化鋁中間層對氮化鋁鎵/氮化鎵異質接面場效電晶體之影響
	★ 不同濃度矽摻雜之氮化鋁銦鎵位障層對紫外光發光二極體發光機制之影響	★ 二元與四元位障層應用於氮化銦鎵綠光二極體之光性分析



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	本論文旨在探討半導體量子點的電子能階。在這裡我們使用單一能帶等效質量模型，建立系統的薛丁格方程式，並且寫成矩陣形式。系統的特徵能量和特徵方程可以藉由對角化矩陣而得到。首先我們嘗試由較簡單的的量子井系統著手，由於量子井系統有解析解，因此可以與這裡所用數值解做比較。


接著我們嘗試拓展到量子點系統。首先我們考慮圓錐形量子點基態電子能階，並且分別外加電場、磁場、異質摻雜，了解量子點電子能階受到不同外力下的變化。接著計算較接近真實結構的金字塔形量子點電子能階，並且與圓錐形量子點計算的結果比較，其中金字塔形量子點可以探討xy 方向的不對稱性。


藉由電洞能階的計算，我們可以探討量子點的電子電洞能階位置所決定的躍遷波長，並且由其波函數分佈可以得到躍遷機率相關的訊息。最後分析探討在量子點異質結構中覆蓋不同應力緩衝層所得到的躍遷波長，及基態與第一激發態遷移之能階差。我們模擬的結果可以定性地解釋實驗上量到的數據。
	摘要(英)	The electronic structure of quantum dots is calculated by the Raleigh-Ritz variation method combined with effective mass method. We discuss the effect of dots size, electric field, magnetic field, impurity and barrier height.Comparison between the theoretical calculation and experimental results,our simulation can explain the experimental results.
	關鍵字(中)	
      	  ★ 量子點
★ 能階	關鍵字(英)	
      	  ★ electronic structure
★ quantum dot
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